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Спектральные видеосистемы (spectral imaging systems)
на основе акустооптических фильтров

В.И.Пустовойт, д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН, В.Э.Пожар, к.ф.-м.н.,
НТЦ уникального приборостроения РАН, Москва

S
pectral imaging – термин, обозначающий бурно развивающееся направление бесконтактного изучения объектов, использующее методы оптического спектрального анализа и распознавания образов. Устоявшегося названия, адекватно отражающего сущность этого направления, пока нет. Используемые иногда термины "видеоспектрометрия" или "спектроскопия с пространственным разрешением" не полностью отражают суть метода (как это поясняется ниже), поскольку ассоциируются с измерением спектра, тогда как часто изображения всего в одном участке спектра достаточно для получения необходимой информации. Более точно эту методику можно охарактеризовать как "спектральную фильтрацию изображений", "спектральную визуализацию объектов" или "спектральное отображение структуры объектов".

Метод основывается на том, что различные объекты, находящиеся в поле зрения спектрального оптического прибора, имеют различающиеся спектры отражения (или пропускания, рассеяния, излучения, флуоресценции и т.п.), и поэтому в разных участках спектра имеют разную яркость. В соответствии с этим на изображениях в разных участках спектра выделяются разные элементы и, таким образом, имеется возможность отобразить контрастно детали объекта, которые при регистрации на RGB-камеру имеют очень низкий контраст или даже вообще не видны. 

Спектральная фильтрация изображений может эффективно применяться для визуализации структуры объектов. В частности, в методах анализа образцов на основе комбинационного рассеяния света и при флуоресцентной визуализации биологических тканей. При этом оптический фильтр выделяет тот интервал спектра излучения, который связан с определенными физическими, химическими, биологическими и т.п. свойствами искомого объ-екта, и это позволяет получить изображение, контрастно отображающее именно эти свойства. В качестве примера можно упомянуть решаемые методами флуоресцентной эндоскопической микроскопии задачи различения биологических тканей - как по уровню собственной флуоресценции, так и с использованием препаратов-фотосенсибилизаторов, избирательно накапливающихся в опухолевых тканях. В медицине подобные методы используют для визуализации подкожных сосудов и капилляров для определения характеристик кровотока.

Кроме того, подходы, основанные на спектральной фильтрации изображений, широко используются в задачах дистанционного зондирования. Например, при спектрозональной съемке поверхности Земли – для обнаружения и идентификации (в военных целях) малозаметных и замаскированных объектов, определения состояния сельскохозяйственных посевов и лесных массивов; при съемке поверхности мирового океана – для поиска зон биопродуктивности и участков загрязнения; при мониторинге атмосферы Земли – для обнаружения загрязняющих и отравляющих веществ; при зондировании других планет – для регистрации пространственного распределения газовых составляющих в их атмосфере.

При реализации метода (за исключением тех относительно редких устройств, в которых спектральная селекция осуществляется приемником или перестраиваемым источником излучения) для выделения нужного интервала спектра используются специальные оптические фильтры, например, интерференционные, либо их комбинации со стеклянными светофильтрами. Существует, однако, ряд задач, в которых рабочая полоса пропускания должна перемещаться по спектральному диапазону. Например, при дистанционном зондировании длина волны, соответствующая максимальному контрасту изображения, может сдвигаться в зависимости от условий освещения сцены (высоты Солнца над горизонтом), от фона, на котором наблюдается объект, от облачности, от запыленности воздуха и т.п. факторов. В этом и подобных случаях наилучший эффект может дать перестраиваемый по спектру фильтр.

Хотя перестройка по спектру может быть осуществлена многими методами, в том числе и простым механическим поворотом интерфильтра, по-настоящему широкие возможности перестройки дают только акустооптические (АО) и жидкокристаллические (ЖК) фильтры, не имеющие подвижных частей и допускающие довольно быструю перестройку. Каждый из этих двух типов имеет свои достоинства, в частности, жидкокристаллические фильтры обладают большой пространственной и угловой апертурой, высоким качеством фильтруемого изображения. А акустооптические обеспечивают значительно более высокое число спектральных каналов (свыше 1000), принципиально меньшее время переключения (менее 1 мс), больший коэффициент пропускания (до 100%). Кроме того, параметры их функции пропускания могут программно управляться, что позволяет использовать их в режиме модуляции.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются при использовании АО-фильтров, является заметная доля излучения, проходящего вне полосы пропускания. Это обстоятельство представляет затруднение для приложений, требующих получения очень высокого контраста, например, для спектроскопии комбинационного рассеяния, где мощное возбуждающее излучение лазера вызывает в таком случае довольно большую фоновую засветку, создающую высокий уровень шумов. Решением этой проблемы является двойная монохроматизация излучения, заключающаяся в том, что излучение последовательно пропускается через два АО-фильтра. 

В НТЦ уникального приборостроения РАН создан двойной АО-монохроматор, способный осуществлять фильтрацию с сохранением изображения объекта – imaging AOTF double monochromator. Такое спектральное устройство имеет ряд преимуществ перед одинарным монохроматором. Во-первых, двойная монохроматизация позволяет дополнительно на 2-3 порядка подавить пропускание за пределами окна пропускания АО-фильтра. Во-вторых, разработанный двойной АО-монохроматор обеспечивает высокое качество изображений за счет того, что пространственные искажения, вносимые первым АО-фильтром, в значительной мере компенсируются вторым. В частности, оптическая схема с двумя АО-фильтрами позволила устранить пространственный (угловой) сдвиг изображения при перестройке по спектру, характерный для всех одинарных АО-монохроматоров, ограничивающий поле зрения и ухудшающий качество передачи изображений по одной из координат. При разработке двойного АО монохроматора был решен ряд принципиальных проблем, в частности, проблема достаточно точного совмещения окон пропускания обоих АО-фильтров при перестройке их по спектру.

Характеристики двойного 
АО-монохроматора НТЦ УП РАН

· спектральный диапазон………….. 440 ( 760 нм

· полоса пропускания…… 2,5 нм на длине волны
                                    630 нм, т.е. около 60 см-1
· входной зрачок……………………………. 8 ( 8 мм

· угловая апертура ……………………………...2,5(
· суммарная управляющая мощность двух
каналов………………………………………. 0,5 Вт

· габариты ………………………..160 ( 50 ( 40 мм

· материал………………………………………..TeO2
· тип фильтра………………….…неколлинеарный
Количество разрешаемых телевизионных линий для используемой матрицы размером 1/2 дюйма составляет примерно 250 ( 320. Сейчас разрабатывается монохроматор, охватывающий участок спектра 0,6 ( 1,2 мкм, представляющий интерес для медицинских применений.

В ближайшее время планируется проведение ряда исследований, направленных на выявление возможности и целесообразности использования таких монохроматоров в различных областях исследований и в практических приложениях. В частности, рассматриваются возможности их применения для анализа крови и характеристик кровотока, для визуализации патологических тканей методами флуоресцентной спектроскопии, в катодолюминесцентной спектроскопии, в процессе исследований методами спектроскопии комбинационного рассеяния.

Следует отметить, что перестраиваемый АО-монохроматор может быть использован для моделирования работы спектрометрических устройств, не требующих спектральной перестройки. Например, для выбора оптимальных спектральных характеристик устройства визуализации изображений можно провести предварительное моделирование его работы с использованием описанного АО-монохроматора. После этого само устройство может быть реализовано на основе фильтров с фиксированным положением каналов, например, интерференционных.

Для полноты описания следует здесь упомянуть еще два свойства АО-монохроматора: потенциальную возможность синтеза формы функции пропускания и быструю произвольную спектральную адресацию. Первое свойство основано на том, что форма функции пропускания АО-фильтра непосредственно связана с параметрами управляющего высокочастотного сигнала, подаваемого на его вход. Например, создание многооконной функции пропускания путем подачи многочастотного управляющего 
сигнала может использоваться в задачах корреляционной спектроскопии для повышения светосилы прибора или для создания заданной спектральной характеристики, коррелирующей со спектрами регистрируемых веществ. Еще один вариант - модуляция управляющего высокочастотного сигнала, что дает возможность варьировать форму окна пропускания АО-монохроматора. В частности, управление фазой этого сигнала в комбинации с фазочувствительными методами регистрации позволяет реализовать аппаратную регистрацию дифференциальных характеристик спектра (первой и второй производных) без измерения самого спектра, что другими известными сейчас методами не реализуется. 

Второе свойство АО-монохроматоров - быстрая (10‑5 с) перестройка по спектру - позволяет использовать их для решения задач спектрального распознавания объектов в реальном времени с возможностью корректировки (оптимизации) характеристик режима регистрации. На этой основе и на возможности модуляции управляющего сигнала может быть реализован спектрально-адаптивный режим анализа. 

С учетом отсутствия подвижных частей, компактности, программного управления АО-фильтр может использоваться во внелабораторных (полевых, промышленных) условиях. Наряду с микроскопическими применениями, он также подходит для телескопической схемы регистрации, в частности, для задач дистанционного зондирования. 

НТЦ УП РАН готов к сотрудничеству с другими организациями в плане совместной разработки новых методов измерений и анализа, основанных на возможностях, обеспечиваемых перестраиваемыми двойными АО-монохро-маторами. В частности, в разработке и создании специализированных (для конкретных задач) систем передачи изображений, в том числе адаптивных, а также соответствующих алгоритмов распознавания образов.
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Международная общественная организация
"Международная ассоциация качества"- "СовАсК"

Международная общественная организация "Международная ассоциация качества" – "СовАсК" (МОО "МАК" – "СовАсК") была учреждена 5 декабря 1990 года в Москве представителями крупных научных организаций, промышленных предприятий и объединений ученых и специалистов в области качества. Ее членами являются сегодня свыше 500 физических лиц и представители более чем 100 предприятий и организаций, НИИ и ВУЗов, научно-технических союзов и обществ потребителей.

В состав МОО "МАК" – "СовАсК" входят Украинская ассоциация качества – национальная организация научно-технической общественности Украины и Ассоциация независимых органов по сертификации и испытательных центров Республики Казахстан "СТАНДАРТЫ".

Возглавляет ассоциацию видный деятель советской и российской науки профессор Д.И. Космачев.

Главная цель МОО "МАК" – "СовАсК" - содействие повышению конкурентоспособности наших предприятий и организаций на отечественном и мировом рынках. Среди основных направлений ее деятельности:

· поддержка разработки новых методов и эффективных систем управления качеством;

· проведение добровольной сертификации продукции, услуг и систем менеджмента качества и интегрированных систем менеджмента;

· оценка эффективности систем менеджмента качества и интегрированных систем менеджмента;

· организация независимой общественной экспертизы качества продукции и услуг;

· обучение специалистов.

Международной общественной организацией "МАК" – "СовАсК" разработана и зарегистрирована в 1993 году в Государственном реестре сертификации Госстандарта России первая в стране добровольная система сертификации – Система сертификации СовАсК.

В Системе сертификации СовАсК проводятся следующие виды работ: 

· аккредитация органов по сертификации; 

· аккредитация испытательных лабораторий (центров);

· сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

· сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 15.002-2003 для предприятий и организации, выпускающих оборонную продукцию в соответствии с кодами ЕКПС ВС РФ; 

· сертификация интегрированных систем менеджмента, включающих систему менеджмента качества, систему управления охраны окружающей среды; 

· сертификация продукции;

· 
сертификация услуг;

· технический аудит и экспертиза в различных сферах производства и услуг.

Сертификат Системы сертификации СовАсК является для предприятий и организации показателем надежного делового партнерства, средством эффективного маркетинга, инструментом увеличения капитализации компаний (брендов) и содействует устойчивому развитию бизнеса.

Сертификат Системы сертификации СовАсК, признаваемый на региональном и федеральном уровнях в России и уполномоченными органами стран СНГ, используется компаниями для участия в тендерах и с целью лицензирования их деятельности, способствует расширению рынков сбыта продукции (услуг) на отечественном и международном уровнях.

В 1993 году была учреждена ежегодная Премия СовАсК – "Хрустальная пирамида Качества", присуждаемая за новации и достижения в развитии методов и средств повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, в разработке и внедрении эффективных систем менеджмента качества и интегрированных систем менеджмента, обучении специалистов. Лауреатами этой премии становились ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Новокузнецк), ОАО "Калужский турбинный завод", Московский государственный институт стали и сплавов – МИСиС, ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод" (Екатеринбург), ОАО "Тульский патронный завод", ОАО "Машиностроительный завод", (Электросталь), ОАО "Ковровский электромеханический завод", ОАО "Корпорация "Фазатрон – НИИРадиостроения" (Москва), Тульское ОАО ЦКБА, ФГУП "ПО "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержин-ского" (Нижний Тагил) и др.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС

Быть первыми – наше призвание

Г.С.Полищук, рук. проекта "Лазерные системы" ОАО "ЛОМО", С.Петербург

О

АО "ЛОМО" - первая оптическая фирма России - появилась на свет почти век назад, 4 февраля 1914 года, когда было официально объявлено об открытии “Российского Акционерного Общества Оптического и Механического Производств”. 

Построенный на Чугунной улице в Санкт-Петербурге, завод начал работу с выпуска продукции для российской армии и флота. На предприятии изготавливались артиллерийские прицелы, стереотрубы, детонаторные трубки для орудийных снарядов. Первым директором стал выдающийся оптотехник Александр Гершун.

Предприятие успешно развивалось, осваивая все новые и новые направления оптического приборостроения. Свое всемирно известное сегодня имя "ЛОМО" оно получило после слияния в 1962 году нескольких родственных заводов северной столицы в одну крупную фирму.

Продукция объединения относится к высокотехнологичным изделиям. Многие из изготовленных здесь приборов были первыми в своих направлениях и помогали развитию новых отраслей науки и техники. Примерами могут служить созданный в 1918 году первый отечественный кинопроекционный аппарат “Русь”, запущенный в 1930 году в серийное производство первый в СССР массовый любительский фотоаппарата “Фотокор №1” (именно с него началось развитие массового увлечения фотографией в нашей стране).

С тех пор предприятие выпустило свыше 40 млн фотоаппаратов - из них более 20 млн модели “Смена-8М”, занесенной в книгу рекордов Гиннеса как самый массовый фотоаппарат планеты. Сегодня в производстве находится только одна модель - фотоаппарат "ЛОМО-компакт". Но зато эта камера стала причиной возникновения нового вида фотоискусства – "ломографии". Сегодня ею увлечены сотни тысяч человек во многих станах мира, а сам фотоаппарат стал своеобразным предметом культа среди его почитателей. 

Почти все кинотеатры в бывшем Советском Союзе оборудовались кинопроекторами для широкоформатного кино, произведенными в ЛОМО. В 1959 году здесь был создан первый видеомагнитофон, который коренным образом изменил технологию подготовки телевизионных передач и телевизионного вещания.

В 1938 году на заводе собрали первый отечественный телескоп. А введение в эксплуатацию в 1960 году самого крупного в Европе телескопа ЗТШ с диаметром зеркала 2,6 м и в 1976 году - крупнейшего в мире "Большого азимутального телескопа" (БТА) с монолитным главным зеркалом диаметром 6 м вывели отечественную астрофизику на передовые рубежи. Сегодня ведутся работы по созданию космических телескопов, первый из которых успешно прошел летные испытания в 1997 году. А летом 2003 года было завершено изготовление первого отечественного специализированного инфракрасного телескопа АЗТ-33ИК.4

ЛОМО - один из главных в России производителей микроскопов для различных сфер применения - биологии, медицины, криминалистики, образования, металлургии и т.д. История их создания началась в 30-е годы, а уже в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе несколько приборов ЛОМО были отмечены Гран-при и золотой медалью. Сегодня практически во всех регионах страны работают изготовленные в Объединении операционные микроскопы для офтальмологии и нейрохирургии. Линейка аналитических микроскопов пополнилась люминесцентными и инвертированными приборами. Микроскоп “Микмед-2” дважды выигрывал международные тендеры - МБРР в России и ООН в Ираке. В 2003-2004 гг. происходит радикальное обновление модельного ряда, которое позволит микроскопам ЛОМО встать на один уровень с лучшими зарубежными образцами и даже превзойти их.

Предметом особой гордости здесь считают производство продукции оборонного назначения для всех родов войск. Это, в первую очередь, системы управления огнем для ВМФ, уникальная аппаратура для космических аппаратов и, конечно, головки самонаведения для управляемых ракет и снарядов, в области разработки и производства которых ЛОМО с успехом конкурирует с ведущими мировыми компаниями.

Сегодня на фирме трудится около четырех с половиной тысяч человек, в основном это - высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры. Многие из сотрудников отмечены государственными наградами. Почти полторы тысячи человек имеют высшее образование, среди них 33 кандидата и 4 доктора наук. ЛОМО проводит большую работу по привлечению молодых кадров, тесно сотрудничает в этой области с ВУЗами северной столицы. Ежегодно почти треть работников проходит курсы обучения, переподготовки или повышения квалификации в Учебном центре фирмы. Сотрудники предприятия участвуют в международных конференциях, становятся победителями различных профессиональных конкурсов. 

В последние годы объемы продаж фирмы стабильно растут. В 2002г. выручка (нетто) от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 1275 млн руб., в 2003г. - уже 1760 млн руб. Объем экспорта за тот же период вырос в три раза, ощутимо увеличилась и прибыль. Предприятие регулярно участвует в различных тендерах, профессиональных выставках, свою продукцию реализует как самостоятельно, так и через дилеров и дистрибьюторов. Приборы петербургской фирмы экспортируются в десятки стран мира. 

Стратегическая задача ЛОМО сегодня - стать универсальной фирмой, сконцентрировать в своих стенах наиболее рентабельные и требующие применения высоких технологий процессы - разработку и сборку приборов, производство точной механики и оптики. В цехах завода установлено высокоточное оборудование известных иностранных фирм. Важную роль в  производственной политике предприятия играет кооперация. На фирме активно внедряются современные информационные технологии. Система качества ОАО “ЛОМО” соответствует требованиям стандартов серии ИСО 9001, что подтверждено сертификатом, выданным германской фирмой “ТЮФ-Серт” - признанным мировым авторитетом в области систем качества по продукции гражданского назначения. 

Одним из важнейших направлений для ОАО "ЛОМО" является лазерная техника. В 60-е годы оно стало первым промышленным предприятием страны, начавшим серийное производство лазеров. Прошло всего несколько лет с момента появления первых лабораторных лазерных приборов в научных учреждениях мира, а на Объединении уже было создано крупное специализированное конструкторское бюро, занимавшееся этой тематикой. 

В состав нового КБ вошли как опытные конструкторы, так и большая группа молодых, только что окончивших ВУЗы специалистов. Их работа была исключительно плодотворной - уже в 1965 году здесь появился первый отечественный промышленный лазер "ГОР-2", а через несколько лет была создана целая гамма приборов на рубине и неодимовом стекле с уникальными для того времени характеристиками - подобные лазеры в СССР смогло разработать и освоить в производстве только ЛОМО. На фирме были образованы специализированные цеха, освоившие их серийный выпуск. А в 1972 году из-под пера специалистов конструкторского бюро лазерной техники Ю.В. Любавского, В.М.Овчинникова и Б.Г.Белостоц-кого вышла одна из первых в мире монографий, посвященных данной тематике, которая вскоре была переведена на английский язык. Многие конструкторы тогда получили ученые степени, их разработки были защищены десятками авторских свидетельств, они опубликовали сотни научных работ.

Шли годы, появлялись новые модели лазеров с маркой "ЛОМО", прекрасно зарекомендовавшие себя в изделиях как гражданского, так и оборонного назначения. Причем высокий научно-технический потенциал предприятия позволял даже в серийном производстве специализироваться на прецизионных лазерах. Так, ОГМ-20 и ОГМ-40 были первыми промышленными лазерами, в которых достижения нелинейной оптики использовались для получения генерации сразу на нескольких длинах волн. Конструкторы КБ разрабатывали и функционально законченные лазерные установки и приборы - например, “Пульсар-1000”, созданный для лечения поверхностных онкологических заболеваний. Помимо серийных, в Объединении создавались и уникальные лазерные системы, существовавшие в единичных экземплярах. Так, в начале 80-х годов по заказу АН СССР совместно с рядом партнеров была построена высокоэнергетичная лазерная установка для термоядерного синтеза УМИ-32, оснащенная уникальным автоматизированным комплексом контрольно-измери-тельной и юстировочной аппаратуры. До сих пор в мире есть лишь три-четыре подобные системы.

Несомненной заслугой фирмы является то, что она первой в России осуществила разработку и постановку на производство эрбиевых лазеров безопасного для глаз диапазона излучения (“Eye Safe Lasers”), не уступающих по своему техническому уровню лучшим зарубежным аналогам. Первая модель подобного прибора - БЛМ-1 - была создана уже в середине 90-х и вскоре пошла в серийное производство. За ней последовали и другие системы - как с ламповой (МИ-1), так и с более дорогой, зато прогрессивной диодной накачкой (МИ-10). Лазеры ЛОМО пользуются большим спросом на мировом рынке. 

Среди последних разработок петербургской фирмы можно выделить также изделие "ДОЛ-1", входящее в комплекс аэродромного оборудования. Это - лазерный датчик высоты нижней кромки облаков, крайне необходимый для обеспечения безопасности полетов в быстро меняющихся метеоусловиях. Продолжаются и разработки оборонного назначения - в России, как в свое время в СССР, ЛОМО является головным предприятием по созданию лазерных систем целеуказания и управления огнем для ВМФ. 

Особого упоминания заслуживает уникальная лазерная установка "МИЛ-20", созданная недавно для международного научно-технического проекта "Глобус-М". Ее основное назначение - диагностика высокотемпературной плазмы в сферическом ТОКАМАКе. Ряд специальных требований к этой установке не позволял использовать в проекте ни один из существующих в мире лазеров. Высокая репутация ОАО “ЛОМО” как предприятия, способного разработать и изготовить оригинальную наукоемкую лазерную аппаратуру, была в очередной раз подтверждена. Установка уже год успешно работает в ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе, где создан первый сферический ТОКАМАК “Глобус-М”. "МИЛ-20" вызвал большой интерес зарубежных специалистов - ЛОМО включено в список организаций, которые будут реализовывать новый плазменный проект в 2006 году.

Для лазерной продукции Объединение выпускает широкий спектр комплектующих - в первую очередь, речь идет об оптических деталях. Оптический комплекс фирмы многие заслуженно называют "сердцем" предприятия. Здесь изготавливаются элементы для самых различных приборов, оптические детали с формой поверхности любого уровня сложности (линзы любой конфигурации и точности диаметром от 3 до 1500 мм, плоские и сферические зеркала, оптические окна, призмы, оптические фильтры, светоделительные кубики, кристаллическая оптика). На оптические элементы вакуумным способом могут быть нанесены тонкопленочные и многослойные покрытия для видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областей спектра - просветляющие с коэффициентом отражения менее 0,5%, светоделительные с заданным соотношением R/T, зеркальные с коэффициентом отражения до 99,5%. 

ЛОМО способно также изготавливать металлооптику и дифракционные оптические элементы. К их числу относятся плоские и вогнутые дифракционные решетки (до 2400 штрих/мм), металлические зеркала, линзы Френеля, рельефные поверхностные микроструктуры с прямоугольным профилем.

Фирма производит также приборы для контроля выпускаемых оптических деталей - в первую очередь речь идет об интерферометрах. К числу таких изделий относится недавно созданный ИКД-14 - современный интерферометр, позволяющий осуществлять бесконтактным методом с автоматической обработкой результатов измерений высокопроизводительный контроль формы поверхностей различных оптических деталей в производственных условиях. Погрешность измерения при этом составляет не более одной сотой микрометра.

Сегодня лазерные системы и оптические детали составляют одно из важнейших направлений деятельности ЛОМО - современной, динамично развивающейся компании, устремленной в будущее.

БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В.  Прикладная нелинейная оптика. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 512 с.

Изложены основы прикладной нелинейной оптики – генерации второй оптической гармоники и параметрической генерации света. Рассмотрены вопросы нелинейной поляризованности диэлектрика и фазового синхронизма; выводы и решения укороченных уравнений для генерации второй гармоники в различных приближениях – при отсутствии и наличии волновой расстройки, в приближениях плоских волн, ограниченных пучков и импульсов, в приближениях заданного поля и заданной интенсивности лазерного излучения, в геометро-оптическом приближении для расходящихся пучков, в том числе с учетом неоднородности кристалла, тепловых самовоздействий, нестационарных эффектов и др. Рассмотрены процессы внутрирезонаторной генерации второй гармоники и параметрической генерации света, а также особенности преобразования частоты в двухосных кристаллах и в кристаллах с регулярной доменной структурой. Изложена краткая история нелинейной оптики. В Приложении даны таблицы параметров наиболее важных нелинейных кристаллов и рекомендации по их использованию.

Первое издание вышло в 1982г. в издательстве "Радио и связь".

Для ученых, инженеров и разработчиков в области лазерной физики, квантовой электроники, нелинейной оптики и оптико-электронного приборостроения, а также студентов и аспирантов ВУЗов соответствующих специальностей.

Книгу можно приобрести в издательстве "ФИЗМАТЛИТ".

ЮБИЛЕИ

12 июня 2004 года исполнилось 75 лет одному из ведущих отечественных специалистов в области лазерной медицины, основоположнику магнито-лазерной терапии, профессору Александру Куприяновичу Полонскому.

От Лазерной ассоциации юбиляру был направлен приветственный адрес:

Дорогой Александр Куприянович!

Горячо поздравляем Вас с семидесятипятилетием, желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемого оптимизма, активного творческого долголетия, новых успехов и удач!

Ваш трудовой путь от выпускника 2-го Московского медицинского института до умудрённого опытом профессора, доктора медицинских наук, действительного члена ряда Академий, специалиста с мировым именем и реальными успехами  в борьбе за здоровье людей – это яркий пример полной самоотдачи, самореализации, служения любимому делу.

Ваша жизненная активность, стремление расширить рамки  традиционных медицинских методик, интерес к новой технике сделали Вас одним из пионеров лазерной медицины.

В 1982 году совместно с сотрудниками НИИ «ПОЛЮС» Вы приняли участие в разработке первого в СССР "лазерного скальпеля" и провели его успешные клинические испытания во МГНИИСП им. Склифосовского. В 1987 году Вы предложили магнито-лазерную терапию, экспериментально и клинически разработали метод сочетанного воздействия на очаг патологии низкоинтенсивным лазерным излучением и постоянным магнитным полем, доказав его высокую эффективность при комплексном лечении заболеваний воспалительной этиологии и травматических повреждений. При Вашем непосредственном участии разработаны и внедрены в практическое здравоохранение такие магнито-лазерные терапевтические аппараты, как "АМЛТ-1", "АМЛТ-01-1", "МИЛТА", "МЛАДА", "МИЛТА-Ф" и др. Особенно следует отметить разработанный под Вашим руководством совместно со специалистами ООО "СИМВОЛ" и ЗАО "НПО космического приборостроения"  уникальный лечебно-диагностический магнито-ИК-свето-лазерный аппарат "МИЛТА-Ф-8-01", удостоенный на Всемирных салонах изобретений в 2000 году "Большой Золотой медали с отличием"  - в Брюсселе  и "Серебряной медали" - в Женеве, а также "Серебряного Знака качества" на конкурсе "РОССИЙСКАЯ МАРКА".

Под Вашим руководством защищено 20 кандидатских диссертаций, 3 Ваших ученика стали докторами наук. Вами лично и с соавторами опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 12 монографий, получено более 30 авторских свидетельств и 6 патентов на изобретения. Ваши блестящие результаты в клиниках, Ваши неустанные усилия по организации сотрудничества медиков и инженеров снискали Вам славу одного из наиболее авторитетных профессионалов в области лазерной медицины. Вы пользуетесь глубокой любовью, авторитетом и уважением Ваших коллег, пациентов и каждого, кому посчастливилось повстречать Вас в своей жизни.

Несмотря на седины, Вы продолжаете неустанно трудиться, являясь заместителем Генерального директора ООО "СИМВОЛ" по научной работе, советником НТС  Лазерной ассоциации, членом Коллегии национальных экспертов государств-участников СНГ по лазерным технологиям.

Мы искренне рады возможности общаться и работать с Вами, мы высоко ценим Ваши советы – и профессиональные, и житейские – и очень благодарны Вам за них. Присущие Вам дотошность и пунктуальность земского врача в сочетании с широким кругозором и огромной эрудицией настоящего профессора делают  взаимодействие с Вами не только плодотворным, но и приятным.

Примите наши поздравления и наилучшие пожелания! 
Президент, члены Научно-технического Совета и сотрудники аппарата Лазерной ассоциации

Редколлегия бюллетеня "Лазер-Информ"

ООО "СИМВОЛ", друзья и коллеги

Лечебно-диагностические возможности 
магнито-ИК-свето-лазерных аппаратов
со встроенными фоторегистраторами
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К

 настоящему времени лазерная медицина сформировалась как самостоятельное научное направление и как перспективный метод лечения больных с различными заболеваниями. Практически во всех областях медицины лазеры широко используются для диагностики и лечения заболеваний, а также с профилактической целью. В этом плане большой интерес представляют лазерные устройства, сочетающие в себе лечебные и диагностические возможности. Такие аппараты ("МИЛТА-Ф-8-01" и его модификации) разработаны, запатентованы и серийно выпускаются московским ООО "СИМВОЛ" совместно с ЗАО "НПО Космического Приборостроения", и аналогов их на сегодняшний день в мире не существует. Модель "МИЛТА-Ф-8-01" отмечена в 2000г. на Всемирных салонах изобретений ("Большой Золотой медалью с отличием" в Брюсселе и "Серебряной медалью" в Женеве), а в России – "Серебряным Знаком качества" на конкурсе "РОССИЙСКАЯ МАРКА". 

Лечебное воздействие подобных аппаратов обеспечивается одновременным использованием трёх физических факторов (постоянного магнитного поля, низкоинтенсивного импульсного лазерного и непрерывного светодиодного излучений инфракрасного диапазона длин волн). Такой подход, предложенный в 1975 году профессором А.К.Полонским, оказался более эффективным, чем в случае их раздельного применения. 

Известно, что все основные биохимические и клеточные компоненты тканей и крови обладают характерными "индивидуальными" спектрами поглощения, отражения, рассеяния и флуоресценции. Эти спектры различны для различных клеток, тканей и органов. Возникновение патологического состояния отражается на  оптических свойствах всех составляющих организма, что может быть зарегистрировано методами лазерного спектрального анализа. В настоящее время разработаны сложные диагностические комплексы, предусматривающие облучение пациента лазерными излучателями в широком диапазоне длин волн с последующим математическим анализом спектров отражённых сигналов. Таким образом можно диагностировать широкий круг заболеваний (достаточно полно возможности лазерной диагностики, описание аппаратуры и принципа её действия изложены в многочисленных трудах Д.А.Рогаткина).
В данной статье речь идёт об аппаратах, которые в процессе лечебной процедуры позволяют получать информацию об отражающих и поглощающих свойствах облучаемого объекта лишь в узкой области оптического спектра, а именно, в ИК диапазоне длин волн (0,85-0,9 мкм). Это обстоятельство не позволяет полностью использовать возможности лазерной спектрометрии для диагностики, но даёт в руки врача простой доступный инструмент, встроенный непосредственно в лечебный аппарат и обеспечивающий оперативное решение целого ряда вспомогательных задач (определение индивидуальной дозы облучения, оценка эффективности проводимой процедуры, локализация очага патологии и др.).

Для регистрации оптических свойств облучаемого объекта в излучающей камере терминала аппарата "МИЛТА-Ф-8-01" размещён фотоприёмник (фоторегистратор) ИК диапазона, позволяющий измерять мощность падающего на облучаемый объект и отражённого от него ИК-излучения, т.е. определять мощность ИК-излучения, поглощённого пациентом. Переоценить эту возможность трудно, т. к. соотношение "доза-эффект" имеет в лазерной медицине решающее значение. Многочисленные исследования показали, что наличие встроенного фоторегистратора не только позволяет определять индивидуальную дозу, т. е. поглощённую пациентом энергию ИК-излучения, но и чрезвычайно полезно при решении целого ряда задач в ходе проведения процедуры магнито-ИК-свето-лазерной терапии. Так, по уровню отражённого от области очага патологии ИК-излучения, по изменению этого уровня во время процедуры и от процедуры к процедуре оказалось возможным судить об эффективности проводимого лечения, диагностировать состояние воспалительного процесса и прогнозировать возможность его осложнения. Перемещая терминал над областью очага патологии, по минимальному значению отражённого сигнала удается определить локализацию центра этого очага. Результаты подобных исследований нашли отражение в большом количестве научных работ, в том числе в ряде докторских (Ю.В.Алексеев, И.М.Алиев, А.К.Исаев) и кандидатских (Т.В.Тхоржевская, Х.-А.У.Берсанов, М.А.Халилов, А.К.Исаев, И.Н.Голубинская и др.) диссертаций, а также в докладах на международных и всероссийских конференциях по лазерной терапии и диагностике. Однако во всех этих работах использовался встроенный в излучающую камеру фоторегистратор, на вход которого поступала сумма отражённого от облучаемой поверхности ИК-излучения и часть излучения, рассеянного в подкожных слоях. Причём, первая из этих составляющих значительно больше второй, что затрудняет анализ результатов проводимых исследований. Для выделения ИК сигнала, поступающего из подкожных слоёв биообъекта, решено было вынести за пределы облучаемой поверхности приёмный фотодиод второго фоторегистратора. Одновременно были увеличены  чувствительность и разрешающая способность этого второго фоторегистратора.

Остановимся более подробно на конструкции терминала с двумя фоторегистраторами и принципе его действия (см. рис.1). Приёмный фотодиод одного из фоторегистраторов размещён внутри излучающей камеры и может фиксировать, главным образом, отражённый от облучаемой поверхности ИК сигнал. Приёмный фотодиод второго фоторегистратора  вынесен за пределы излучающей камеры терминала и, следовательно, за пределы облучаемой поверхности. Он предназначен для регистрации ИК сигналов, поступающих от облучаемого объекта вне зоны облучения (часть рассеянного, отражённого в более глубоких слоях ИК сигнала). Фоторегистратор, размещённый внутри излучающей камеры, условно назван "внутренним" (ВФР), а вынесенный за её пределы – "наружным" (НФР). Такая конструкция существенно увеличила объём информации о состоянии облучаемого объекта и о происходящих в нём процессах.

Коротко перечислим основные задачи, решаемые с помощью встроенных фоторегистраторов. ВФР предназначен для:

· установки заданного уровня мощности ИК излучения светодиодов;

· определения коэффициента отражения ИК  излучения от облучаемой поверхности с  целью уточнения индивидуальной дозы поглощения; 

· оценки эффективности лечения  в ходе курса терапии по динамике изменения   показаний ВФР и их приближению к значениям в контрольной  (симметричной) зоне;

· определения локализации очага патологии (по минимальному  значению показаний ВФР в облучаемой зоне);

· прогнозирования  возможных осложнений  (по факту  возрастания  коэффициента  отражения в области очага патологии от процедуры к процедуре)

Наличие НФР расширяет функциональные возможности аппарата и способствует: 

· более точному определению наличия и локализации внутреннего очага патологии,

· более наглядной оценке эффективности магнито-ИК-свето-лазерной терапии,

· более раннему обнаружению обострения воспалительного процесса,

· наглядной оценке эффективности лечения различными физиотерапевтическими методами и медикаментозными препаратами.

Клинические испытания усовершенствованных аппаратов "МИЛТА-Ф-8-01" с двумя фоторегистраторами были проведены рядом медицинских учреждений Москвы:

· Государственным научным центром лазерной медицины совместно с факультетом фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (под руководством д.м.н. Ю.В.Алексеева);

· кафедрой физиотерапии ФУВ Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф.Владимирского (под руководством профессора Н.Ю.Гилинской, исполнитель - доцент, к.м.н. О.В.Трунова);

· Физиотерапевтической клинической больницей Мосгорздрава, являющейся базой кафедры физиотерапии Российской медицинской академии последипломного образования (под руководством Главного физиотерапевта Москвы А.Н.Шеиной и главного врача ФКБ КЗ В.И.Филатова, исполнитель – зав. ЭСПО ФКБ КЗ  Москвы О.В.Панфилова);

· кафедрой акушерства и гинекологии стоматологического факультета Московского государственного медико-стоматологического университета (под руководством профессора А.М.Торчинова, исполнитель – к.м.н., докторант А.К.Исаев).

Исследования показали, что введение второго фоторегистратора существенно расширяет диагностические возможности аппарата (поскольку коэффициент отражения от "глубоких" структур более информативен, чем от "поверхностных"); позволяет в ходе лечебного процесса оперативно проводить мониторинг, с большей достоверностью судить об эффектив-
ности процедуры. По мнению Ю.В.Алексеева, биофотометры аппарата "…могут быть использованы для изучения эффективности целых групп лекарственных препаратов и физиотерапевтических методов лечения при моделировании патологических процессов в коже при экспериментальных исследованиях". 

На основании результатов исследований были разработаны методические рекомендации и инструкция по применению встроенных фоторегистраторов аппарата "МИЛТА-Ф-8-01". В настоящее время проводятся дальнейшие исследования с целью повышения эффективности и расширения областей применения таких аппаратов в медицинской практике.

ХРОНИКА

20 мая с.г. в малом зале Государственной Думы состоялось первое заседание недавно сформированного межфракционного депутатского объединения "Наука и высокие технологии", организованное совместно с двумя думскими комитетами – по образованию и науке и по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Мероприятие было посвящено весьма актуальной для многих читателей "Л-И" теме: "Состояние и перспективы развития полупроводниковой электроники в России". Для участия в нем были приглашены руководители профильных институтов и предприятий, представители федеральных министерств и агентств, многочисленные эксперты, и оно, по-существу, стало всероссийским совещанием по проблемам полупроводниковой электроники.

Вел заседание председатель МДО академик Ж.И.Алферов, выступивший с основным докладом. После прений, в которых прозвучало 14 выступлений, было единогласно принято "Решение совещания".

Мы публикуем здесь основной доклад и "Решение…",  а в следующем выпуске бюллетеня будут напечатаны выступления участников этого совещания.

Ж.И.Алферов*. Сегодняшнее совещание проводится по инициативе недавно созданного Межфракционного депутатского объединения "Наука и высокие технологии" совместно с комитетами Думы по образованию и науке и по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. МДО объединяет депутатов, озабоченных состоянием научно-технического комплекса страны. Задача членов Объединения - убеждать коллег в необходимости законодательной поддержки науки и высоких технологий. Сегодня, на первом нашем заседании, мы решили обсудить состояние и перспективы развития полупроводниковой электроники в России как важнейшего фактора развития экономики и безопасности Российского государства.

Можно очень коротко суммировать, что во второй половине ХХ столетия развитие электроники и, прежде всего, полупроводниковой микроэлектроники привело к качественному изменению практически всей мировой экономики. Эта отрасль стала локомотивом экономического и социального развития очень многих государств. И если посмотреть сегодня на страны так называемого "золотого миллиарда", то их благосостояние базируется, прежде всего, на экономике, построенной на высоких технологиях. Главенствующее положение среди них занимают информационные технологии и полупроводниковая электроника.

Немного истории – в 1956 году Дж.Бардин, У.Шокли и У.Браттейн были удостоены Нобелевской премии за открытие транзистора. Но главные события произошли в 1959 году, когда два американских инженера, Нойс и Килби, одновременно и независимо друг от друга запатентовали, и Килби построил первую интегральную схему на кремнии. Площадью она была примерно такой же, как и нынешние, и включала два транзистора и RC-цепочку. Это было поистине революционное изменение в полупроводниковой технологии, поскольку именно таким шагом мы перешли от схемных решений (в том числе и от микросхем, когда отдельные дискретные элементы соединялись друг с другом) к использованию полупроводникового кристалла, включающего как активный (транзистор), так и все пассивные элементы схем. Именно на этих первых интегральных схемах, в сущности, и построена вся микроэлектроника, развивающаяся вот уже более полувека.

Если посмотреть ретроспективно на развитие полупроводниковой электроники за вторую половину ХХ века, происходило оно в двух направлениях - кремниевая микроэлектроника (на основе кремниевых интегральных схем) и сверхбыстрая оптическая электроника (на базе полупроводниковых гетероструктур). И совсем не случайно Нобелевская премия в последнем году ХХ столетия была присуждена именно за работы по гетероструктурам. Может быть, упоминать об этом несколько нескромно, но в первом же объявлении Шведской академии наук все новые лауреаты были названы отцами современной информационной техники и новых технологий.

Большой вклад в развитие этого направления внесли наши ученые - я отметил бы здесь академика Келдыша, который почти на 10 лет опередил японские работы по сверхрешеткам, играющим сегодня очень важную роль.

Хочу еще раз подчеркнуть, что электроника – самая динамичная отрасль экономики в мире, являющаяся для большинства стран стратегической. Среднегодовые темпы роста здесь составляют более 7 процентов в год. Отрасли промышленности, связанные с электроникой, использующие электронные изделия, производят продукции на 15 триллионов долларов.

Что дают вложения в электронику? 1 доллар превращается в 100 долларов в конечном продукте. Уровень рентабельности электронной промышленности – 40 процентов, а среднемировой срок окупаемости вложений – 2-3 года. Темпы роста - в три раза выше темпов роста ВВП. Одно рабочее место в электронной промышленности дает четыре в других отраслях. Один килограмм изделий микроэлектроники по стоимости эквивалентен стоимости 110 тонн нефти. Это килограмм изделий, имеющих электронные компоненты, а если взять, например, лазерную гетероструктуру, то там один грамм эквивалентен по стоимости 10 тоннам нефти.

Полупроводниковая электроника бурно развивается сегодня. Я уже говорил о том, что первая интегральная схема в 1959 году включала два транзистора и RC-цепочку. 2000-й год - 43 миллиона транзисторов, прогноз на 2014-й год - 4,3 миллиарда транзисторов в одной интегральной схеме. Скорость передачи сигнала в 2000-м году – 10 Гбит в секунду, а к 2014-му году эта цифра вырастет на 3-4 порядка. Стоимость передачи информации (Гбит/сек) в 1970 году составляла 150 тысяч долларов по сравнению с 12 центами сегодня. 

На мировом рынке электронной промышленности объемы продаж материалов для производства полупроводников составляют 20 миллиардов долларов, полупроводникового производственного оборудования – 30 миллиардов, полупроводниковых компонент – 205 миллиардов долларов, электронного оборудования – более триллиона. Хочу обратить ваше внимание, что 65 процентов валового национального продукта Соединенных Штатов Америки определяется промышленностью, связанной с электроникой, основанной на использовании электронных компонентов.

Теперь о нашей стране. Производство электронной техники на душу населения у нас – 14 долларов по сравнению с 1260 долларами в США и Канаде. Российский рынок электронных компонентов не превышает сегодня 2 миллиарда долларов. Основная часть, конечно, полупроводники. 

Объемы финансирования научно-исследова-тельских и опытно-конструкторских работ в Соединенных Штатах Америки и России различаются в десятки, если не сотни раз (разумеется, не в пользу нашей страны).

Когда речь идет о технологическом прогрессе в области кремниевой микроэлектроники, нельзя не отметить, что он напрямую связан с развитием фотолитографии (значительные успехи в этой области достигнуты в Нижнем Новгороде, в Институте физики микроструктур). В первых интегральных схемах Нойса и Килби топологический размер составлял доли миллиметра, сегодня - уже одну десятую микрона. При этом основные активные компоненты – полевой транзистор и биполярный транзистор – остались фактически такими же, какими были в 1947 году, а вот технология совершила гигантский скачок, перейдя в нанометровый диапазон. 13 нанометров - это будущее, и не столь отдаленное, а 45, 60, 70 нанометров – это то, что сегодня осваивается в опытном производстве.

Несколько слов о втором направлении – гетероструктурах. Оно базируется на технологии эпитаксиального выращивания полупроводниковых гетероструктур, представляющих собой новый класс материалов, в которых мы управляем всеми основными свойствами. Если раньше у нас были материалы, созданные богом, и в лабораториях мы просто их воспроизводили, то открытие гетероструктур привело к созданию материалов со свойствами, определяемыми, вообще говоря, той задумкой и теми новыми принципами, которые реализованы в технологии их получения. 

Основными технологическими методами здесь стали жидкостная и молекулярная эпитаксия, позволяющие не только выращивать новые гетероструктуры, но и полностью контролировать их свойства в процессе роста, и так называемая MOS-гидридная эпитаксия.

Очень важным моментом в развитии гетероструктур стала возможность использования квантово-размерных явлений и управление спектром электронов в этих кристаллах, когда в двойных гетероструктурах при определенных условиях используется двумерный, одномерный или нульмерный электронный газ. В последнем случае мы получаем возможность создания так называемых искусственных атомов.

В нашей российской лаборатории выращиваются эти искусственные атомы и их ансамбли в гетероструктурах, которые позволили создать принципиально новые типы полупроводниковых лазеров. КПД лазеров на двойных гетероструктурах - 74 процента. Это сегодня самые высокоэффективные преобразователи электрической энергии в световую. По прогнозам, именно они к 2010 году станут практически основным видом лазеров.

У нас часто говорят о том, что электронные рынки поделены навсегда, и что России уже не удастся войти в мировой рынок электронной техники. Давайте проследим, как менялось соотношение долей мирового рынка электронных компонент, начиная где-то с середины 70-х годов. В те времена основным производителем полупроводниковых электронных компонентов были Соединенные Штаты Америки. В начале 80-х к ним присоединилась Япония, а позже – страны Юго-Восточной Азии и Европа. И если сегодня посмотреть на то, как поделены мировые рынки по объемам производства полупроводниковых электронных компонентов, то это примерно четыре равные части – Соединенные Штаты, Япония, Юго-Восточная Азия и Европа. Причем, доля последней несколько меньше, чем первых трех.

Несколько слов о китайской полупроводниковой промышленности. Сегодня Китай бурно развивает эту отрасль: 2002 год - производство полупроводниковых компонент на 15 миллиардов долларов, прогноз на 2010 год – 242 миллиарда долларов или почти 10 процентов валового национального продукта.

Что касается планов строительства новых заводов в мире на ближайшие пять лет, то здесь я хотел бы подчеркнуть, что сегодня наиболее бурно развиваются предприятия микроэлектронной промышленности, производящие интегральные схемы на 300-миллиметровых кремниевых подложках. Размер подложек менялся в мировой электронной промышленности практически каждые десять лет: шесть дюймов, затем, через 10 лет, перешли на восемь дюймов. И сейчас, после десятилетнего срока развития восьмидюймовых (200-миллиметровых) кремниевых подложек, происходит массовый переход на 300-миллиметровые. 

В Европе первое такое предприятие ("Инфинеон") появилось в окрестностях Дрездена. На ближайшие годы планируется строительство еще четырех новых. В целом во всем мире сейчас насчитывается более 30 новых предприятий, производящих интегральные схемы на 300-миллиметровых подложках, причем очень сильны позиции Китая. Из 13 планируемых заводов более половины будет построено именно в этой стране.

Безусловно, современная микроэлектронная промышленность требует огромных затрат. Например, предприятие по производству интегральных схем на 300-миллиметровых подложках - это два с половиной миллиарда долларов. Но окупает оно себя за шесть-семь лет. Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня именно такие предприятия являются основой развития полупроводниковой электроники. Поэтому чрезвычайно важно осознать (я думаю, об этом будут много говорить и другие выступающие), что один из путей выхода России из сырьевой ловушки - закупки самого современного на сегодняшний день полупроводникового производства - производства сверхбольших интегральных схем на 300-миллиметровых подложках с основным топологическим размером 0,1 микрона и производства сверхбыстрых оптоэлектронных компонент на гетероструктурах. Только так можно выйти на современный уровень, используя далее тот огромный научно-обра-зовательный и кадровый потенциал в этой области, сосредоточенный в четырех крупных центрах в Санкт-Петербурге, Зеленограде, Новосибирске (Академгородок) и Нижнем Новгороде.

Если же мы будем двигаться вперед поэтапно и говорить, что сегодня мы технологически находимся, в общем, на уровне середины восьмидесятых годов, и нам нужно сначала освоить 0,6-0,5, затем перейти на 0,35, то обречем себя на полное отставание. Сегодня, думаю, не только в этой аудитории нужно говорить о том, что без полупроводниковых электронных компонент Россия не может развивать наукоемкие технологии, чтобы стать современной державой.

Что касается отечественной электронной промышленности, то она находится на устаревшем технологическом уровне. Можно с грустью отметить, что сегодня российская электроника работает где-то на 20-25 процентов. Единственная республика, которая сохранила объемы производства и даже увеличила их – это Белоруссия, где государство не позволило провести бандитскую приватизацию. Но и Белоруссия находится на технологическом уровне середины, в лучшем случае, конца восьмидесятых годов.

 Я говорю об этом столь горячо не только потому, что всю свою жизнь занимался полупроводниковыми электронными компонентами. Практически из всех существующих отраслей промышленности именно полупроводниковая наноэлектроника является сегодня самым мощным потребителем результатов научных исследований (как фундаментальных, так и прикладных) в области физики конденсированного состояния, ядерной физики, физической электроники, химии, материаловедения, биотехнологий и т.д. И сохранится это довольно долго.

Поэтому без нормального развития этой отрасли промышленности в стране накопленный за многие десятилетия огромный научный, образовательный, кадровый потенциал будет работать на Запад, что и происходит сегодня.

Многие из вас еще помнят, как в советское время мы все должны были делать сами – буквально изобретать велосипед. Сегодня многое можно купить. И этим нужно обязательно воспользоваться.

Мы посвящаем первое совещание нашего межфракционного депутатского объединения проблемам российской полупроводниковой электроники, поскольку полагаем, что именно эта отрасль промышленности должна стать движителем, как говорилось в старые времена, научно-технического прогресса страны. 

Р Е Ш Е Н И Е

совещания на тему:
"Состояние и перспективы развития

полупроводниковой электроники в России"
Для ускоренного развития электроники в России необходимо:

1. Признать развитие такой наукоемкой области промышленности, как электроника, одним из основных приоритетов национальной политики, требующим государственной поддержки.

2. Осуществить приобретение и строительство зарубежными партнерами на территории России микроэлектронных предприятий с самой передовой на сегодняшний день технологией при предоставлении инвесторам гарантий государства.

3. Обеспечить при организации микроэлектронного производства создание технопарков на базе имеющегося научно-технического, кадрового и образовательного потенциала, как хорошо работающего в мировой практике механизма прогресса в области высоких технологий.

4. Для экономического стимулирования инвестиций в развитие передовых разработок на основе планируемого микроэлектронного производства предоставить налоговые и таможенные льготы предприятиям и инвесторам и оказать поддержку малым высокотехнологическим компаниям. 

5. В бюджете 2005 года предусмотреть инвестиции на развитие полупроводниковой электроники.

(  (  (
Семинар "Лазерные технологии и оборудование в промышленности"

В

 Межрегиональном центре экономики и техники Санкт-Петербурга 18-20 мая 2004 года прошёл семинар "Лазерные технологии и оборудование в промышленности". В его работе приняли участие более 20 предприятий, среди которых НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, ОАО "ПТМЗ", СПбГТУ, ГНЦ "ЦНИИ РТК", фирмы "Центр лазерных технологий", "Лазерные технологии", "ЛазерТех", "АртЛазер", "ИнСофт", "ЛазерИнформСервис", "АртВуд", лаборатория "ЛазерСофт" (все – С.Петербург), НПО "Сатурн", НТЦ им. А.Люльки, ИПГ "Ведруссы" (все - Москва), ЗАО "ВЭМЗ" (Вологда), Тверской вагоноремонтный завод, ОНПП "Технология" (Обнинск, Калужская обл.), Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск), НПО "Сатурн" (Рыбинск, Ярославская обл), ОАО КиААПО (Комсомольск-на-Амуре), НИИ "Стрела" (Тула), "Аналитприбор" (Смоленск), Минский авиаремонтный завод и др.

С докладами о своих разработках и опыте применения лазерного технологического оборудования для маркировки и гравировки, резки и сварки выступили специалисты из ЦЛТ, ЦНИИ РТК, фирм "ЛазерТех", "Лазерные технологии", "АртЛазер", "ЛазерИнформСервис". Наибольший интерес вызвали сообщения А.И.Скрипченко (о разработке столов для лазерной обработки, мобильных маркеров и приводов нового поколения), А.Г.Игнатова (о лазерной сварке сталей разных классов излучением большой мощности), а также информация о волоконных лазерах.

Собравшимся специалистам была предоставлена возможность посетить Лазерный центр НИИЭФА им.Д.В.Ефремова, а также (по желанию) ЦЛТ, "ЛазерТех", "ЛазерИнформСервис" и другие "лазерные" предприятия северной столицы. При этом обсуждались конкретные проекты и велась их предконтрактная проработка. При этом обсуждались конкретные проекты и велась их предконтрактная проработка. Нашлись также желающие познакомиться с работой фирмы "АртЛазер" и предприятия по изготовлению паркета "АртВуд".

В рамках культурной программы участники семинара совершили экскурсию в Петергоф, побывали в известных петербургских театрах. У всех остались самые приятные воспоминания о проведенном мероприятии.

Следующий такой семинар планируется провести осенью – 26-28 октября 2004г. Оргкомитет приглашает принять в нем участие предприятия и организации, занимающиеся обработкой материалов, применяющие или планирующие применение лазерных технологий. Приглашаются также докладчики с интересной тематикой, приветствуются сообщения о научно-техническом и производственном опыте, о разработке и использовании лазерного технологического оборудования в промышленности (справки по тел.: (812) 315-9398, моб. 8 905 204-2325, Александр Геннадьевич Игнатов)

А.Г.Игнатов, Л.А.Корсуновская, члены Оргкомитета семинара

(  (  (
Выставка "Металлообработка–2004"

С

 24 по 29 мая в Экспоцентре на Красной Пресне прошла 8-я международная выставка "Металлообработка–2004". Судя по числу участников (более 500 фирм из 25 стран, в т.ч. до 50% российских) и занимаемой экспозицией площади (пять выставочных павильонов комплекса - №№ 1, 2, 3, 5 и 6), авторитет этой выставки среди отечественных и зарубежных производителей и потребителей металлообрабатывающего оборудования и технологий растёт. Нередко можно было встретить оборудование с табличкой "Продано" с указанием покупателя, что свидетельствует об оживлении отечественного машиностроительного комплекса и перерабатывающих отраслей промышленности. Насколько это оживление масштабно и связано с поставленной задачей удвоения ВВП - судить сложно, но факт отрадный.

Несмотря на все сложности и трудности, станкозаводы России (Стерлитамакский, Ивановский, Рязанский, Савёловский и ряд других), а также станкостроительные фирмы Белоруссии и Украины продемонстрировали передовые направления в развитии конструкций и технологий металлообрабатывающих станков, которые по своим параметрам находятся на современном техническом уровне.

Хочется отметить несколько крупных экспозиций российских фирм, которые представляют на рынке России и стран СНГ станкостроительную продукцию ведущих мировых производителей (ООО "Робур Интернейшнл", ООО "СФТехнологии", компании "Технотерра" и др.).

Кроме оборудования и инструментов для механической обработки конструкционных материалов демонстрировались системы, использующие электрофизические и электрохимические методы обработки – электроэрозионные станки, установки точечной и роликовой контактной электросварки, автогенной, плазменной и гидроабразивной резки. Из последней группы приятное впечатление произвели установки финской фирмы "Aliko" и НПО "Барс" из Челябинской области. Стендист, представлявший установку гидроабразивной резки "BarsJet 2004", на вопрос посетителя, какие она имеет достоинства, отвечал так: "Это как лазерная установка, но с более широкими возможностями". Неплохая получилась реклама...

А теперь о лазерном технологическом оборудовании, представленном зарубежными и отечественными производителями. Как и на предыдущих выставках "Металлообработка", в центре внимания были хорошо всем известные и зарекомендовавшие себя в условиях реального производства во многих странах мира, в т.ч. и в России, лазерные установки "Trumpf". В этом году фирма знакомила со своими последними разработками – лазерными комплексами "TRUMATIC L3050" и "TLC CUT5". Первый из них является самым мощным из всех ранее представляемых серийных станков "TRUMATIC". В нём использован лазер мощностью 5 кВт, что позволило повысить качество обработки листов большой толщины. Станок оснащён автоматической системой подачи листа, обеспечивающей безоператорный режим работы. Кстати, московская фирма "Broziant gruppe" предлагает поставку, пусконаладку и техническое обслуживание б/у оборудования компании "Trumpf" для обработки металлического листа, в т.ч. лазерных машин.

Откровением для многих специалистов явилась демонстрация лазерных установок многоцелевого назначения итальянской фирмы "Prima Industrie". Базовая модель "Platino" удивляет своими скоростными параметрами (скорость перемещения 140 м/мин, ускорение подачи до 12 м/сек2). Похоже, на сегодня это рекорд для лазерных установок подобного типа. Фирма рекламирует несколько разновидностей станков - например, модель "Domino" оснащена программируемой регулировкой позиции фокусной точки, пакетом программного обеспечения для двух- и трехмерного программирования; "Maximo" может обрабатывать листовые заготовки длиной до 48 м; "Rapido" снабжена сменными головками с быстрым затвором для резки, сварки и термической обработки; "Optimo" построена по типу портальной конструкции. Все перечисленные модели работают на базе стандартных СО2-лазеров мощностью от 2,5 до 4,0 кВт, снабжены "летающей" оптикой и пятью управляемыми осями перемещения, устройством для быстрой смены линз с разной длиной фокуса без дополнительной юстировки и рядом других усовершенствований. Все это позволяет осуществлять быстрый монтаж установки на месте (не требуется отдельного фундамента), автоматическую загрузку/выгрузку, безопасную защитную кабину класса 1.

Фирма "Bystronic" представляла свои известные уже модели "Bystar 3015", "Bystar 4020", "Bystar 4025" с лазерами мощностью от 2,2 до 5,2 кВт для резки листового материала толщиной до 25 мм (по стали) и до 12 мм (по алюминию), труб и различных профильных конструкций.

Посетителям выставки предлагались рекламные проспекты на машины лазерного раскроя листа бельгийской фирмы "LVD": "Helius" - компактная с полем обработки 1250(2500 мм и лазером от 1,5 до 3,0 кВт; "Axel" - лазерный центр с "летающей" оптикой и лазером мощностью до 4,0 кВт; "Impuls" - для резки листов 6000(2000 мм с толщиной до 20 мм и лазером до 6,0 кВт.

Продукция итальянской компании "Tubetech" - комплексные и специализированные системы для каждого этапа производства труб, включая лазерное оборудование. Этой компанией разработан первый в мире специализированный станок, предназначенный для резки труб из нержавеющей стали на поточной линии (скорость подачи трубы может достигать 120 м/мин при ускорении 2,5 g). Лазерный луч позволяет выполнять очень точные операции без дополнительной чистовой обработки трубы после резки. Данный станок может выполнять резку труб диаметром до 219 мм круглого, квадратного, прямоугольного или овального сечений.

К числу иностранных моделей отнесём и украинский станок лазерной резки металла "Харьков Л1" производства ЗАО "Институт Укроргстанкинпром", укомплектованный промышленным СО2-лазером "Fanuc C4000E" мощностью 4,0 кВт и столом с ЧПУ той же фирмы.

Особо следует отметить хорошо известную российским промышленникам фирму "Rofin–Sinar". Посетителям здесь предлагались информационные материалы в виде плакатов, буклетов и проспектов, из которых следовало, что группа фирм "Rofin", установив уже более 16 тыс. лазерных систем, является сегодня мировым лидером по производству лазеров, лазерных систем и технологий для промышленной обработки материалов. Рекламировались, в частности, технологические системы для резки и сварки с мощными СО2-лазерами (от 100 Вт до 10 кВт), твердотельными (от 550 Вт до 6,0 кВт), а также диодными лазерами (от 700 Вт до 3,1 кВт). Группа прецизионного лазерного оборудования для шовной и точечной сварки, сверления, удаления слоёв и пайки оснащена твердотельными и газовыми лазерами мощностью до 750 Вт. В установках лазерной маркировки используются лазеры с ламповой и диодной накачкой в диапазоне мощностей от 3 до 130 Вт. От представителей фирмы нам впервые пришлось услышать не слишком оптимистичный прогноз относительно перспектив использования волоконных лазеров в части их надёжности. То ли это какая-то ревность, что фирма не включила эти лазеры в свою "обойму", то ли у неё есть данные о реально достигнутой надёжности таких лазеров на данный момент. С одним можно согласиться – достоверных данных о технологических возможностях мощных волоконных лазеров пока ещё нет. Таких, например, которые получены в результате многолетних испытаний мощных СО2- и твердотельных лазеров (с ламповой и диодной накачкой) в различных лазерных технологических центрах Германии, США и Японии. Скорее всего, эти данные появятся несколько позже.

Ещё один знакомый по предыдущей выставке – немецкая фирма "Dr. Teschauer AG" - предлагал специализированные комплексы лазерной маркировки, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в составе поточных линий. Помимо маркировки такие комплексы пригодны для резки, размерной обработки, сварки термопластиков. Установки комплектуются дисковыми твердотельными лазерами с диодной накачкой мощностью от 8 до 80 Вт и СО2-лазерами мощностью от 10 до 100 Вт в зависимости от требований технологии. Дисковые лазеры работают с воздушным охлаждением и допускают эксплуатацию установок в трехсменном режиме. 

Оборудование быстрого прототипирования было представлено двумя немецкими фирмами – "3D Systems GmbH" и "EOS GmbH". Первая из них демонстрировала установку "Vanguard and Vanguard HS si2 SLS" для послойного синтеза методом избирательного лазерного спекания (максимальный объём для пластиков 355,6(304,8(431,8 мм) и стереолитографическую систему "Viper si2 SLA System". Вторая – серию установок "EOSINT" для обработки различных материалов (пластик, металл) и деталей объёмом от 250(250(200 мм до 720(380(380 мм, изготовляемых методом SLS.

Совместное предприятие СП "Лазертех" представлял Захари Захариев со своей фирмой "Гейт–Захариев". Посетителям предлагались лазерные технологические комплексы "Хебр", узлы и запасные части для них, а также шефмонтаж, обучение, сервисное обслуживание, модернизация б/у станков, что достаточно важно для обладателей таких установок, которых на российских предприятиях насчитывается более 300 единиц.

Отечественные производители лазерного оборудования были представлены рядом хорошо известных фирм, в т.ч. членов Лазерной ассоциации. Отметим экспозиции НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ" на стенде фирмы "ЭСТО" с лазерными машинами серии МЛ; ООО "ОКБ "Булат", выставившего лазерные сварочные установки и образцы изделий электронной техники, собранных с использованием лазерных технологий. По соседству разместился стенд, на котором А.М.Чирков из Кирова агитировал за использование разработанных им комбинированных методов лазерной обработки поверхностных слоёв деталей машин.

"Лазерный центр" из С.Петербурга, руководимый С.Г.Горным, был одним из самых ярких в павильоне №3 – как по оформлению, так и по насыщенности экспонатами - системы лазерной маркировки собственного производства "Бета маркер 2010" на базе Nd(YAG-лазера и "Мини маркер М10/20" с волоконным лазером, универсальный лазерный гравер "Speedy-2" австрийской фирмы "Trotec Produktions und Vertriebs GmbH". Кроме того, рекламировались системы механической гравировки "Pinmark" фирмы "Ostling" (Швеция) и оборудование для электрохимической маркировки той же фирмы.

С новым поколением компактных лазерных установок можно было ознакомиться на стенде фирмы "ТехноЛ" - обрабатывающий центр "ILS-III" для качественного раскроя неметаллических листовых материалов, лазерная гравировальная система "ILS-II", стилизованная под офисную технику (рабочее поле – формат А3), лазерная установка "ILS-R" (представляемая как самая маленькая гравировальная машина - массой до 40 кг). Во всех этих установках использовались импортные СО2-лазеры мощностью до 100 Вт ("Synrad" и "Coherent").
Продукция ЗАО "Лазерные комплексы" из Шатуры - лазерные технологические комплексы для резки, сварки и термообработки с СО2-лазерами мощностью 0,7 кВт; 1,5 кВт; 2,5 кВт и 5,0 кВт и координатными столами с размерами рабочей зоны 1,2(0,8 м; 2,0(1,5 м; 3,0(1,5 м. Было представлено большое число образцов деталей, изготовленных на этих установках.

На стенде Савеловского машиностроительного завода широкой публике впервые демонстрировался технологический лазерный комплекс модели "КЛР-1", разработанный ОАО "НИАТ" совместно с ИПЛИТ РАН и ОАО "Сивма" (руководитель проекта – В.В.Блинков). По своим техническим характеристикам этот комплекс не уступает зарубежным аналогам фирм "Trumpf" и "Bistronik". Впервые отечественная модель позволяет производить лазерную резку на скоростях до 60 м/мин и ускорениях подачи до 10 м/сек2 с точностью не хуже ( 0,1 мм. Хочется надеяться, что такие комплексы будут востребованы российскими предпринимателями и составят серьёзную конкуренцию зарубежной технике.

В целом можно считать, что участие российских лазерных фирм на выставке "Металлообработка-2004" было заметным и вполне удачно вписывалось в общую картину нынешнего состояния мировой лазерной индустрии и лазерных технологий, используемых в обработке конструкционных материалов.

В.М.Вакуленко, к.т.н, А.И.Демин, к.ф.-м.н., эксперты ЛАС

(  (  (
Выставка достижений российской науки

(по материалам выставки "Перспективные технологии XXI века" и

заседания Комитета ТПП РФ по промышленному развитию и высоким технологиям)

О

бъединить два события и дать им общую оценку меня подвигнуло содержание этих мероприятий, точнее, их научная направленность. Что касается выставки "Перспективные технологии XXI века", прошедшей под эгидой уже нового российского Министерства - образования и науки с 18 по 21 мая 2004г. в павильоне №69 ВВЦ, то там были представлены, в основном, результаты научно–ис-следовательских работ, финансировавшихся бывшим Минпромнауки. Это был, по существу, своеобразный отчёт этого министерства о затраченных на поддержку российской науки средствах в рамках Федеральной целевой научно–технической программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники на 2002-2004г.г.". Участники выставки (а всего их было около 120) представляли институты Российской Академии наук, Академии медицинских наук и университеты (41%), отраслевые институты (40%), Государственные научные центры (12%), а также различные ассоциации и фонды, обслуживающие науку.

Демонстрировались там и лазерная техника. Например, Институт машиноведения РАН представил лазерные системы для пространственного управления лазерным лучом при упрочнении, наплавке деталей сложной формы и точном раскрое листовых материалов. 

В Институте теплофизики экстремальных состояний РАН разработана уникальная тераваттная фемтосекундная лазерная система на основе элемента хром–фостерит, проведены физические исследования по воздействию мощных фемтосекундных импульсов на поверхность твердых тел с целью получения источника рентгеновского излучения, а также изучаются экстремальные состояния, возникающие в различных материалах (металлы, полупроводники, ферромагнетики, графит) под воздействием фемтосекундных лазерных импульсов. Разработаны новые методы управления биохимическими реакциями с использованием таких импульсов.

Ряд лазерных приборов для научных исследований представили НИЦ по изучению свойств поверхности и вакуума (эталонные средства измерения наноперемещений на основе лазерного гетеродинного интерферометра для калибровки систем сканирования и позиционирования в микро- и наноэлектронике, точном машиностроении); ООО "Лаборатория "АМФОРА" (микроскоп МИМ-2.1 - полностью компьютеризированный лазерно-оптический прибор для исследования микрообъектов в нанометровом диапазоне разрешения); "Технопарк в Москворечье" (компактный лазерный время-пролётный масс-спектрометр "ЛАМАС-10М"); МИФИ (лазерный интерферометр для точного дистанционного измерения положения и скорости объектов, а также простой азотный лазер для визуализации быстропротекающих процессов в атмосфере и использования в медицине).

Сотрудниками НЦ лазерных материалов и технологий ИОФ им. А.М.Прохорова РАН разработана лазерная хирургическая установка на эрбиевом лазере (((1,54 мкм), а во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии - лазерный измеритель планктона "ТРАП-1".

На основании всего увиденного можно утверждать, что российские учёные и инженеры продолжают разрабатывать изделия и технологии на самом высоком научном уровне, и их следует поблагодарить за самоотверженный труд. Но неизменно становилось грустно от слов стендистов, что эти разработки (при наличии потребности в них, например, в ЖКХ) не переходят в производственную сферу, в основном, из–за отсутствия спроса со стороны предприятий. У последних, как правило, недостаточно средств для модернизации и обновления производства или для организации нового производства. Да скоро уже и не станет технических кадров, способных довести научные разработки до промышленного использования. Таково мнение многих из тех, кто представлял российскую науку на этой выставке. Одним словом, можно сказать: "У нас всё есть, только ничего нет".

А в Торгово-промышленной палате РФ 24 мая 2004г. на заседании Комитета по промышленному развитию и высоким технологиям обсуждались проблемы российского инвестиционного голода. Руководитель этого Комитета проф. С.С.Сулакшин представил результаты научно-экспертного исследования по сбору средств для развития наукоёмких отраслей российской промышленности. Российская экономическая наука утверждает (исследования и расчёты по заданию Комитета ТПП проводились в Центральном экономико-математическом институте РАН), что при нынешнем состоянии финансовой и управленческой систем страны удвоение ВВП невозможно. Были приведены конкретные цифры по потребностям экономики России в инвестициях ("инвестиционный голод"). Всего дефицит инвестиций составляет около 109 млрд долл. (в год), в т.ч. для оборонной промышленности – 62 млрд долл., для строительства жилья – 19 млрд долл., для дорожного строительства – 18,8 млрд долл., для развития предпринимательства в регионах – 6,4 млрд долл. На другие нужды, включая малый бизнес, – 2,6 млрд долл. Реально в промышленность России в 2003г. инвестировано 61 млрд долл., в основном, собственных средств предприятий (45,6%) и средств государственного бюджета (18,7%). Остальные источники практически не работают: банки - 4,85%, заимствование на фондовых рынках - около 10%, иностранные инвестиции - 5,3% и пр. Во всём мире бизнес развивается не за счёт собственных средств, а на кредиты. Капитализация российских банков (в т.ч. ЦБ) слишком мала, и им тоже надо помогать наращивать свои ресурсы. Анализ ЦЭМИ показывает, что при условной рентабельности от инвестиций 0,76 за год необходимо в 2,8 раза увеличить инвестиции, чтобы добиться удвоения ВВП, т.е. в российскую экономику должно прийти около 170 млрд долл.

По мнению С.С.Сулакшина, расчёт на внешние инвестиции как основной фактор роста не оправдался (в 2003г. трансграничный баланс был отрицательным и составил более 9 млрд долл.). Необходима переориентация на активизирование национально доступных источников. Перечислим их в том порядке, в каком они изложены в докладе профессора: эмиссия денежной массы (до 300 млрд долл. – если период восстановления монетизации составит 7 лет, то ежегодный объём – до 42 млрд долл. в год), остатки средств на бюджетных счетах, пассивы банков с государственной долей капитала, часть прибыли и золотовалютных резервов (ЗВР) ЦБ РФ, пенсионный фонд, доходы от приватизации, природная рента. Эти средства в размере до 75 млрд долл. в год должны поступить в так называемый "Ссудный фонд промышленности России", который предлагается создать при ТПП РФ. По словам С.С.Сулакшина, выбор данных источников и их объёмы подтверждаются статистикой, экономическими законами, опытом зарубежных стран и расчётами-прогнозами для экономики России.
А теперь порассуждаем, что из всего этого может получиться. Эмиссия в новейшей российской истории, т.е. включение печатного станка, обеспечит только одно – рост цен, но никак не подъём экономики. Надежда на то, что появление у населения "лишних" денег увеличит предложения со стороны отечественных производителей, представляется слишком нереальной. По мнению экспертов, рублевых средств у населения достаточно, и растет денежная масса быстрее, чем объёмы ВВП.

Рассчитывать на инвестиции за счёт ЗВР и доходов ЦБ РФ, Стабилизационного фонда, созданного в бюджете 2004г., равно как и остатков средств на бюджетных счетах, просто наивно. Все перечисленные запасы, перевалившие за 340 млрд долл., вложены, в основном, в американские банки за весьма скромные 2,5% годовых и способствуют дальнейшему развитию американской экономики. Заметим, что попытки использовать ЗВР ЦБ РФ уже предпринимались руководством РСПП (А.И.Вольский), но без результата. Гордиться такими запасами, т.е. тем, что не работают свои собственные деньги, постеснялась бы любая более или менее развитая страна, но только не Россия, где этими "достижениями" козыряет Министр финансов.

По мнению А.И.Осмолова из Института экономики РАН, прозвучавшему на этом заседании, природная рента, понимаемая как разница между внутренними и внешними ценами на энергоносители, продолжает оседать в закромах естественных монополий, и не видно ни малейших телодвижений, чтобы направить хотя бы часть этих средств на инвестирование, пусть даже в собственные отрасли.

Весь предыдущий опыт показал абсолютную неэффективность приватизации. Созданные в её ходе диспропорции в развитии экономики ещё долго придется устранять государству. Что же остаётся в сухом остатке – определите сами.

Тем не менее, докладчик сделал весьма оптимистичный вывод: "Среди всех возможных целевых инвестиционно-кредитных механизмов для введения дополнительных средств в национальную экономику наиболее эффективным является Государственный внебюджетный фонд (Ссудный фонд промышленности)". И далее: "Прогноз экономических последствий предлагаемого Ссудного фонда промышленности выполнен на основе математической модели национальной экономики России (ЦЭМИ РАН). Он показывает, что за 8 лет ВВП России удваивается, возрастают в 2,2 раза доходы занятого населения, собственные средства частных компаний увеличиваются в 2 раза, налоговые доходы консолидированного бюджета растут в 1,8 раза". 

И здесь российская экономическая наука не подкачала и определила условия выполнения поставленной Президентом России перед законотворцами и исполнительной властью задачи по удвоению ВВП за 8 лет. Теперь дело за малым – руководству страны необходимо проявить политическую волю для создания инновационной экономики. По жизни это означает, на мой взгляд, следующее: руководству страны необходимо отказаться жить за счёт получения денег только от продажи сырьевых ресурсов и смириться с тем, что для сохранения России как великой индустриальной державы нужно найти, изыскать, мобилизовать…(можно перечислить и другие глаголы) финансовые ресурсы, чтобы вложить их в модернизацию заводов, фабрик и пароходов, сельскохозяйственных и животноводческих предприятий и пр. с единственной целью добиться по всей стране подъёма промышленного и с/х производства на современном конкурентоспособном уровне. После этого и в ВТО вступать будет не страшно. А пока можно только констатировать: "У нас ничего нет, но только всё есть" - как видим, достаточных средств у нас ещё нет, но иметь всё будем обязательно. Как сказал Президент РФ: "Лишь от нас зависит успех решения первоочередных общенациональных задач".

Только эксперты сомневаются. Вот мнение аналитика инвестиционной компании "Тройка-Диалог" А.Стручевского: "ТПП утверждает, что при использовании средств из Ссудного фонда удастся избежать коррупции. Это явная утопия. Весь предыдущий опыт России подтверждает одно - если такой фонд будет создан, мы получим не экономический рывок, а рывок коррупции. А наша страна и так занимает одно из первых мест в мире по этому показателю". Кстати, в последнем Послании Президента РФ Федеральному собранию ни разу не было произнесено слово "коррупция". Может быть, у нас её уже нет, а народ этого просто не заметил? И не прав тогда эксперт-скептик, и всё у нас будет хорошо.

В.М.Вакуленко, к.т.н., эксперт ЛАС

Программа “SEMI® EXPO CIS 2004” в России
27 - 30 сентября 2004 года
В период с 27 по 30 сентября 2004 года Международная Ассоциация SEMI (Semiconductor Equipment & Materials International) и Компания "BTI Russia" при поддержке Корпорации “Российская Электроника” и Концерна "Научный Центр" проводят в Москве свою одиннадцатую программу в России "СЕМИ Экспо СНГ 2004". 

Ее основные мероприятия:

· Международная выставка оборудования, материалов и технологий полупроводниковой промышленности "SEMI® EXPO CIS 2004", участниками которой будут как зарубежные фирмы, так и предприятия и фирмы России и других стран СНГ. Состоится 28 и 29 сентября в Московском государственном выставочном зале "Новый Манеж" (Георгиевский переулок, дом 3/3 – за Колонным Залом Дома Союзов). 
· Технический симпозиум с выступлениями российских и зарубежных участников по темам: «Материалы, оборудование и технологии для полупроводниковой промышленности, солнечной и силовой электроники, МЭМС/МСТ и плоско-панельные дисплеи". Будет проведен параллельно с выставкой 28 и 29 сентября в "Новом Манеже".
· Программа SEMI по международным стандартам. Будет проведена 29 сентября в "Новом Манеже".
· Традиционный для SEMI в других регионах, но первый в России Международный симпозиум по стратегии полупроводниковой промышленности (ISS Moscow). Состоится 27 сентября в конференц-зале Московского отеля "Метрополь". Основные темы симпозиума: Инновации, Инвестиции, Области и возможности применения, Эффективность производства. 
· Международная маркетинговая конференция. Состоится 30 сентября в московском отеле "Метрополь". Наряду с основной темой "Как делать бизнес в России" планируются выступления известных зарубежных аналитиков полупроводниковой и смежных с ней отраслей промышленности о перспективах развития микроэлектроники на ближайшие годы и в будущем.
Организаторы надеются, что SEMI® EXPO CIS 2004 будет интересной и плодотворной для всех ее участников и посетителей. Участие в ней позволит российским фирмам установить деловые партнерские отношения с ведущими зарубежными производителями, равно как и с производителями из различных регионов России и других стран СНГ, а также продемонстрировать свою продукцию, свои возможности, планы и проекты руководителям ключевых российских министерств и ведомств, которые будут участниками Программы и посетителями выставки.

С информацией по SEMI® EXPO CIS 2004 года (регистрационный пакет для зарубежных участников, план выставки) можно ознакомиться на SEMI web site: www.semi.org 
в разделе выставок (expositions).

Для справок:  тел.: 7(095) 931-9647,  факс: 7(095) 931-9648       E-mail: semimoscow@semi.org.

Посещение выставки и технического симпозиума будут свободными и бесплатными.

График работы выставки для посетителей: 

28 сентября - с 10 до 1730 часов, 29 сентября - с 10 до 17 часов.
В номере:


Спектральные видеосистемы (spectral imaging systems) на основе акустоопти-ческих фильтров – В.И.Пустовойт, В.Э.Пожар


КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС. Быть пер-выми – наше призвание (ОАО "ЛОМО") 


                                                                          Г.С.Полищук


"Международная ассоциация качества" – "СовАсК"


БИБЛИОТЕКА  ЛАС – НОВЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 


ЮБИЛЕИ. А.К.Полонскому - 75!


Лечебно-диагностические возможности магнито-ИК-свето-лазерных аппаратов со встроенными фоторегистраторами


Г.А.Антонова, В.Ф.Балаков, А.К.Полонский


ХРОНИКА


Объявление

















Желающие воспользоваться услугами�МОО "МАК" – "СовАсК" могут ознакомиться�с деятельностью ассоциации на сайте http://www.sovasq.ru


Тел.: (095) 208-4725,  Факс: (095) 921-2714,


E-mail: � HYPERLINK "mailto:sovasq@gost.ru" ��sovasq@gost.ru�
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Рис.1  Терминал аппарата "МИЛТА-Ф-8-01"� с двумя фоторегистраторами


1.Корпус терминала. 2. Излучающая камера.� 3. Светодиоды.4. Приёмные фотодиоды� внутреннего фоторегистратора (ВФР).� 5. Лазер. 6. Магнит. 7.Приёмные фотодиоды� наружного фоторегистратора (НФР). �8. Облучаемый объект








* Доклад публикуется по стенограмме.






